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Este invento se refiere a un dispositivo de ter-
mistor, que presenta un coeficiente de resistivided a tra-
vés de un alcance Util continuo de temperatura, que excede
considerablemente de cuvalquier dispositivo de termistor
conocido al presente, en el que un cristal simple de dig~-
mante es el material de resistencia.

Los termistores, o resistores térmicamente sen-
sibles, son bien conocidos. Estén preparados desde una va
riedad Qe materiales semi-conductores, policristalinos o
de cristal simple, dxidos metdlicos usualmente comprimidos,
todos los cuales exﬁonen de una manera u otra una variacidénm
de resistencia con un aumento de temperatura en el sentido
negativo, 0 en slgunos casos en el sentido positivo. Los
intentos anteriores se han hecho para utilizar en termisto
res él diemante senmi-conductor que se presenta naturalmente.
Véese por ejemplo, Rodgers, G.B. y Raal, F.A., Rev. Sci.
Instr. Vol 31, pdgina 663 (1960). Sin embargo, el sbaste-
cimiento de tales diamantes, que se presentan naturalmente,
cuyas propiedades semi-conductoras estdn fijadas para todos
los fines précticos, es extremadamente limitado y reduce

ehérgicamente su utilidad comerciel en dispositivos de
termistor. Ademds, v mds significativamente, el diamante
de yacimiento natursl, nunca ha demosfrado caracteristicas
de termistor Utiles por encima de un alecance de temperatu-
re materialmente mayor que los termistores conocidos. No
existe ninglin dispositivo sencillo de termistor dlsponible
el presente, que funcione por encima de un alcance continue

de temperatura mayor que alrededor de 4502C,
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. de temperatura sobre porciones considerzbles de sus alcan~

‘elemento tanteador estd hecho de un cristal simple de dia-

538980
El presente invento procurs un dispositivo de
termistor Unlco, capaz de extender hasta 2 a 3 veces el al-
cance efectivo de accidén termal de los termistores. Es ca-
paz de funcionsmiento continuo a tempersturas, que van des-
de la criogénica, es decir aproximadamente 102K, hasta tem-
peraturas tan altas o posiblemente mds altas que 8002C o
sbbre un alcance total tan grande como 10002C, o bien, en
algunos casos, aun mayor. Es una caracteristica del presen

te invento que la resistividad es casi una funcidn lineal

ces operativos,
Se ha descubierto que las ventajas del presente
invento pueden conseguirse en un termistor, que posée un

coeficiente de temperatura negativo de resistividad, cuyo

mante semi-conductor, sintéticamente producido, que es cul-

tivado bajo condicliones cuidadosamente controladas, y en

gue Se introducen en el cristal patrén muy pequeflas propor
ciones de un materiasl iniciador. Ia resistividad de los
cristales puede variar desde tan baja como 10"2 ohmios cm.
haste ten alta como 1073 ohmios cm. Un cristel de diemen-—
te simple semi-conductor tipicemente varia alrededor de
500.000 ohﬁios Por encima del alcance de temperatura operan
te de los presentes te?mistores. Logs termistores son capa-
ces de operacidén por encima de un alcance de temperatura
desde aproximademente menos 2602C hasta tan alto como 8002C

¥ por encima. Iste resultado es particularmente desusado
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en vista del hecho de que el diamante semi-conducior de ya-

cimiento natural, conocido como tipo IIb, hasta ahora ha prg
sentado una temperatura méxima de funcionamiento de alrede-
dor de 3508C. ILos termistores Gel presente invento poséen
coeficientes de temperaturas de resistividad, comercialmente
dtiles, que representan en tanto por ciento de variacidn de
resistividad por grado O, sobre un intervalo de temperatura
de por lo menos 5002C, hasta en algunos casos, en exceso de
10002C, Un coeficiente de temperatura de resistividasd, co~
.mercialmente Uutil es generalmente mayor que 0,05% y en la
mayorie de los casos mayor que 0,1%; Haste donde es conoci-
do, ninguna caracteristica de termistor de esta magnitud se
ha producido jamds anteriormente a partir de ningin material
semi-conductor disponible. '

El invento se comprenderad mejor por la siguiente
desoripcidn tomada en conexidén con el dibujo adjunto en que

en los dibujos:

la fige 1 es una vista en seccidn transversal de
un dispositivo de termistor del invento;

la fige 2 ilustra el cambio de resistividad R
del diamante (dn) del tipb ITb de pregencia natural en com-
—paracién con el diamante (ds) sémi-conductor representativo
del invento a través de un alcance de femperatura T de apro-
ximadamente 10002C; y

la fige 3 es una vista en seccidn transversal de
un tipico recipiente de reaccidn usado para preparar diaman-

te semi-conductor de cristal simple segiin el invento.
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En su forma preferida, el termistor segin el in-
vento, comprende un diamente de cristal simple, semi=~conduce
Yor, dos "cabezales" conductores unidos a superficies opues-
tas del cristal simple, dos conductores eléciricamente con-
ductivos unidos a los cabezales y una envuelta resistente
al calor rodeando y cerrando el elemento de resistencia y
los conductores. Uno de estos termistores estd ilustrado
en la fig. 1, en que un diamante 1, de forma sustancielmen=-
te cibica, estf unido a través de superficies opuestas del
mismo por material de trabazdén 2, a cabezales 3, 3'. Los
cabezales estdn a su vez soldados a conductores 4, 4' elée-
tricamente conductivos. ELl diamente 1 y los cebezales 3, 3!
estdn encajados en una envuelta 5 de vidrio resistente a al-
ta temperatura, que también cierra herméticamente una atmés—
fera 6 no oxidante para el diamante 1. Una envoltura % ex~
terior refractaria que puede ser un refractario tal como el
vendido bajo la marca Pyroceram, envuelve todo el econjunto.
E1l dispositivo de termistor mostrado en la fig. 1 estd gran-
demente aumentado para mayor claridad. Normalmente, un la-
do de diamante 1 en forma de cubo variard de 250 a 300 micral
de tamafio,

El material de cabezal que, por ejemplo, puede sen
el metal molibdeno o tungsteno, disipa efectivamente el ca-
lor y como tal actia como sumidero de calor durente el fun-
cionamiento del termistor en ciertas splicaciones. El molib
deno o tungsteno se une bastante eficazmente con el vidrio

o con otra envoltura refractaria, en que el termistor esté

]
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_sidén de unir el diamante con el resto del conjunto., ITa

la aguda diferencia en coeficiente de expansidn entre el

338980

encerrado y procura un ajuste entre el coefieiénte de expan
gidén del conductor metdlico y del vidrio de tal manera que
obfiene un cierre herméticq satisfactorio y se mantiene so-
bre todo el alcance de las temperaturas cooperativas pro -
puestas.

Ia eleceidn del material de trebazdén en el ter—
mistor es critica. Tiene qué producir contactos Shmicos,
tiene que poseer las propiedades caracteristicas de expan~—

sidn y, naturalmente tienen que realizar la muy dificil mi-

unidn entre el diemente y el conductor eléctricamente con-
ductivo, o si se usa un cabezal, la unidn entre el diamante
y el material del cabezal, tienen que procurar un contacto
dhmico o no rectificador a través de toda la superficie de
unién del diamante. ZEl material de trabazdén deberd tener

un coeficiente de expansidén igual o mayor que el diemante

y que el material refractario en que estd encajado el ter-

mistor. Esto se debe porque casi todo el material refrac-

tario tiene un mayor coeficiente de expansidén que el diaman|.

te. Si el material de trabazdén tuviera un coeficiente de
expansidn mds bajo que el diamante o que el matérial refrac
tario, entonces a temperaturas elevadas habria una pérdida
de contacto eléctrico o por lo menos uha conducta electrd-—
nica errdtica no caracteristica del elemento tanteadbr, sing
més bien de los fendmenos de contacto resultantes. EL mate

rial de trabazén, por lo tanto, compensa en cierta extensid

L4
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diamente y el vidrio u otro material, del que esté hecha la
envoltura. Se ha encontrado que ciertas aleaciones de pala-
dio son particularmente eficaces para unir los cristales a
los conductores.

En su forma preferida los cristales de dlamante
son prismas rectangulares, o incluso mds preferentemente,
tienen forma cibica sustancialmente. Tales formas procuran
dos superficies planas paralelas opuestas, a las que estdn
unidos los conductores eléctricamente conductivos. Hsta con
figuracidn facilita la produccién y procura la reproductibi—
lidad y rendimientos comercialmente aceptables, Ia gintesis|
de los cristales de diamante segin el invento necesariamente
requiere control muy preciso de las condiciones de crecimien
t0y, no solo a causa de los anteriores requisitos de forma,
sino porque comprende la introduccidn de cantidades homgeneg
mente distribuidas, muy pequefing pero precisas, del asi lla-
mado iniciador, dentro del cristal patrdén, mientras qus el
cristal mismo se produce bajo condiciones de extremada alte
presién y temperatura. Con el fin de obtener el control preg
ciso sobre el nivel y uniformidad del inlciador en el cris-
tal de diamante, especialmente & los bajos niveles requeri-
-dos para producir productos de termistor comercialmente acep
tables, los cristales deberdn hacerse crecer de un modo re-
lativemente lento. Ias condiciones de crecimiento de dia-
mente, que se han encontrado que producen cristales de for-
ma Sptima y contenido de iniciador para los fines del inven-

t0, comprenden una presién desde alrededor de 45 haste alre-




o ——

10

20

25

7 i
$ f‘vo-‘;".ﬁéﬁl
VY o3
?".Q}UUIIHHI{

338980 [ -v-

. mistor, Generalmente el procedimiento de introducir un ma-

dedor de 60 kilobares y una_temperatura desde alrededor de
1,100 hasta airededor de 1.70090, en presencia de un mate-
rial iniciador homogéneamente mezelado con un catalizador

para crecimiento de diamantes. gaturalmenie gse reconocerd
que la eleccidén de una presidén y de una temperatura es de-
pendiente del catalizador e iniciador especificos utiliza—-
dos, del nivel requerido de iniciacidn, de la forma desea-
da del eristel de diamante y del grado,en el que se requie-—

ren propiedades reproducibles para los dispositivos de ter-

terial iniciador tel como boro en el diamante durante el
crecimiento del diamante, se muestra, por ejemplo, en la
patente de EE. UU. N2 3.148.161 de Wentorf y otros, que se
concedid el 8 de Septiembre de 1964. Ia egposicién de‘estﬂ
petente se incorpora aqui como referencia.

. Los iniciadores, que pueden wtilizarse para pre—
parar los cristales de diamante del invento,.pueden ser,
por ejemplo, boro, aluminio y berilio. Fa cantidad de ini-
ciador variard originalmente desde alrededor de 0,001% has-
ta alrededor de 1,0% de peso del diamante. Estos limites
variarén dentro de este alcance para un iniciador especifi-
co y también dependerdn de las caracteristicas electrdnicag
deseadas. Ia cantidad de iniciador de borc en diamante,
por ejemplo, deberd ser desde 0,001% hastae alrededor de
0,15% de peso. El origen del material iniciador es prefe-
rentemente un iniciador de alta pureza en su forma elemen-

tal.
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Con el fin de obtener caracteristicas de termistoz
satisfactorias, el iniciador tiene que estar homogéneamente
dispersado a través del cristal de diamante. Para obtener
tal nivel uniforme de iniciador, es esencial que el inicia-
dor sea dispersado homogéneamente a través del sistema de
crecimiento. &sto se hace preferentemente mezclando de mo-
do -homogéneo el iniciador con el catalizador. Si esta dis-
persidn homogénea a través del sistems de crecimiento no se
alcanzase, el nivel de iniciador en los cristales producidog

.en el procedimiento de crecimiento diferird de cristal en
cristal y dentro de cada crisial, y como resultado no se

obtendrén caracter{sticas consistentes de tenperatura~-resis-

tividad. Por las razones precedentes se prefiere que el inl

ciador se introduzca durante el crecimiento del cristal.

Despuéds de preparar los cristales simples semi-
conductores, los cristales, asi como los restantes componen
tes del conjunto de termistor, se limpian, se unen los con-
ductores & las dosg caras de los cristales para producir con
tactos Shmicos, y los cristales y conductores se encapsulan
en una envuelta refractaria en una atmdésfera no oxidante.
El material refractario deberd tener una temperatura mecdni-

~ca de trabajo por encima de la temperatura operativa méxima

propuesta del termistor, preferentemente por -encima de 8002(
Ia temperatura mecdnica de trabajo en el caso de vidrio es-
+t4 representada por su punto de carga.

Se ha encontrado preferible encapsuler el cristal

¥y la porcidén inmediatemente adyacente de los conductores en

X
&d
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~ riedad de técnicas de enlace, tales como aleacién, unién de

la envuelta refractaria, tal como vidrio, para impedir oxi-
decidn gue pudiera ocurrir en el material de trabazdén para
el cristal y en la zZona de soldadura entre el cabezal y el
conductor, si se usa un cabezal. ILa envuelta tambidn sirve
para conferir estabilidad mecdnica y para evitar la oxida-
cibén del cristal,

Més especificamente, el proceso del montaje del
" termistor se realiza como sigue. ‘Todos los componentes del
termistor en conjunto primeramente se limpian con cuidado
.quimicamente para quitar catalizador u otra impureza de la.
superficie del dismante. Tal limpieze es necesaria, tanto
con el fin de obtener una uwnidén mecdnica -satisfactoria con
el cristal en el dispositivo del termistor, como también
para obtener las necesarias caracteristicas eléctricas esta
bles y reproducibles en el termistor. Esto puede realizarse
por una limpieza inicial del diamante con un fuerte dcido,
volviendo 2 limpiar el cristal y limpiando los restantes
componentes del termistor con disolventes adecuados para
eliminar la gresa ¥y secar.

Después de la limpieza, el conductor puede ser su

jetado directamente a la superficie del cristal por una vea-

difusidn, compresién termal, soldadura;ultraséniqa o unidn
por cabeza de clavo. Si se usa un cabezel, el material de
trabazdn puede ser primero depositado sobre el cabezal por
evaporacidén, en la forma de une pasita o colocando un disco

de alsacidn preformado sobre el cabezal e inflamendo en une
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atmésfera no oxidante. Son aleaciones adecuadas para unir
y poner en contacto el cristal, oro-nfguel-cromo, hierro-
cobalto-niquel vendidas bajo la marca Kovar, paladio-niquel
y paladio-nfquel-cromo. Estas vltimas aleaciones de paladig
son materiales de trabazdn preferidos para el invento.
Mgteriales adecuados, de los que pueden hacerse los mismos
conductores eléotricos, son tungsteno, molibdeno o Kovar.
Los componentes del termistor, incluyendc el cris-
tal de diamante, el cabezal conteniendo el material de tra-
.bazdn depositado, los conductores y un tubo de vidrio pera
encapsulacidn, se colocan después en una estacidn fundidoras
para la reunidn. EL cristal usado para encapsulacidn tiene
gue ser un cristal resistente o alta temperatura, tal como
el cristel de Corning de aluminio~silicato 1723 § equivalen-
te. Ia estacidn fundidora deberd ser purgada de modo que
los componentes del termistor se cierren herméticamente en
una atmésfera que no es oxidante, Esta atmdsfera tiene que
ser un gas inerte tal como argén, helio o nitrdgenc, una -
atmésfera al vacio o una tambsfera reductora tal como hidré-
geno o gas de formacidén. Los gases deberdn estar preferen-
temente liberados de oxigeno y de humedad para conseguir un
“punto de rocio de menos de =T73¢C, Una presidn desde 5 =a
34500 pegSeiege Se aplica despuds a los extremos de los con-—
ductores mientras que los lados de los conductores son sopox
tados si fuera necesario, dependiendo la presidn espec{fica
del material de trabazdn usado. ILos componentes se calien=—
tan después hasta alrededor de 9002 a 1,2009C para cerrar el

termistor y unir los componentes en un dispositivo compuesto
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~15 se colocaron después alternativamente para llenar el es-

Finslmente el conjunto compuesto puede ser ulte-—
riormente encapsulado en un material refractario de alta ten
peratura para proteger los extremos de los cabezales (e ex~
cesiva oxidacidn durente el funcionamiento del termistor a
temperatura elevada. Un material adecuado para encapsular
t0do el conjunto es el vendido bajo la merca Pyroceranm.

Sin embargo, cuaslquier vidrio capaz de resistir el alcance
de temperatura de funcionamiento de los termistores, puede
ger utilizado.

Los siguientes ejemplos ilustran la puesta en prdg
tica del invento. Un aperato de correa del tipo descrito
en la antes mencionada patente de EE, UU, N 3.148.161 se
utilizd para el crecimiento del cristal con el ejemplo 1.

Ejemplo 1
Un cristal de diamente fué preparado bor utilizacidn
de la configuracidn de celda de reaccidn mostrada en la fig,
3 del dibujo. El recipiente de reaccidén 10 comprendid un ci-
lindro 11 de pirofilita. Colocados concéntricamente dentro
del cilindro estuvieron un tubo de niquel 12 y un tubo de
grafito 13 adyacentes entre si y centrados en el recipiente

de reaccidén. Bolitas de grafito 14 y discos de catalizador

pacio cilindrico a lo largo y en toda la longitud del tubo
de niguel y grafito. Los discos catalizadores de niquel=~
hierro conteniendo el boro de alta pureza disperso homogénqg :
mente, fueron tipicamente desde 0,005 pulgades hasta 0,010

pulgadas de grosor. Bl grafito puede ser cualquier grafito
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de alta pureza. EL boro se agregd en una cantided de 0,1%
de peso de catalizador y de iniciador. Un tapén de grafito
16 se ajusta en los extremos superior e inferior del conjun
to para contener el grafito y el catalizador dentro del re—
cipiente de reaccidén. Discos terminales 1? eléctricamente
conducidos estuvieron previstos para conducir corriente gl
tubo de grafito y a través del conjunto de grafito-cataliza
dor. Este tipo de recipiente de reaccidn procura el calen—
temiento de la mezcla directamente, es decir procurando que
. la corriente fluya & través de la muestra misma.

El conjunto se colocd después en el eparato de
prense y se sometid a una presidén de alrededor de 50 kiloba-
res y se calentd subsiguientemente a una temperatura de
1.4002C., El conjunto se mantuvo en estas condiciones duran
te 10 minutos, despies de lo cual se hizo descender la tem~
peratura desconectando el suministro de corriente,después
de lo cual la presién se redujo lentamente a la presidn at-
mosférica y la muestra se extrajo del recipiente de presién.
Los cristales semi~-conductores se recuperaron entonces de .
la muestra eliminando quimicamente el grafito, el metal ca-
talizador y la restante pirofilita disolviendo en mezclas

" de gcido sulfirico y nitrico, deido elorhidrico y nitrico y
dcido fluorhidrico diluido respectivamente en proporciones
normales.

Ejemplo 2
Tos cristales de diamante preparados como se cité

arriba, se separaron despuds por tamafio y forma. Ias formasg
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. limpiaron con un disolvente orgdnico para eliminer toda gra

~cristal y vidrio en la forma de un pequefio cilindro se reu-

particulaies se agruparon en bamafios con diferencias de mi~
cras solamente. Este conirol exacto es muy esencial para

la fabricacidn de dispositivos, cuyas caracteristicas, por
lo menos en parte, dependen del tamafio efectivo del elemen~
to activo. TLos cabezales con los conductores soldados a lot
mismos se revistieron después con metal con una aleacidn de
Pa-Ni-Cr (61,9% Pd, 23,3% Ni y 4,8% Cr en peso)., ILos cris-
tales, asi como los conductores de Kovar y los cabezales re

vestidos de metal de milibdeno y el vidrio encapsulador se

sa o material orgénico. Ias partes se secaron despuds en

un ambiente de aire a 1002C.

Ias partes del conjunto-cabezales y conductores,

nieron en una armadurs apropiada y se colocaron dentro de
lz zZona caliente'de un elemen£0‘calentador que fué rodeado
por una pantalla de gas hermética ai vacio, que permitid la
aleacidn el material de trabazdén y del cristal y el cierre
simultdneo de vidrio sobre los conductores que tenis que
hacerse en una atmdsfera reductora de gas formador teniendo
un punto de rocid-de menos de -;390 para evitar le oxidacidn
de los conductores y del material de trabazdn, para fomen-
tar la suficiente unidn del cristal ai conductor, asi como
para procurar un ambiente no oxidante para el cristal, cuan
do se cerrd herméticamente en el vidrio. Una presidn de
2.000 p.s.i.g. se aplicd durante la operacidn de unidén y

cierre hermético para conseguir un contacto completo simul-
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" dacién del cristal influirfan gravemente en la conducta ele¢

. Todo el ciclo de calentamiento y refrigeracidn, incluyendo

tdneo y Shmico entre el cristal y el cabezal.
' BEs importante que el gas de cierre hermético esté

libre de todo oxigeno puesto que las caracteristicas de oxi+

trénica del elemento & las méximas temperaturas de funcio-
nanmiento parzs las que se destinan a ser utilizados los dis-
positivos del invento. Ia temperatura de cierre hermético
de los componentes variard desde 9502C a 1.1002C dependien~-

do de la alemcidn y del material de encapsulacién usados.

el tiempo para el apropiado temple del cristal encapsulador,
t{picaemente no dura mds de 60 segundos.,

El dispositivo’se extrajo después de la armadura
de cierre hermético y una pequefla cantidad de pasté cerdmi-~
ca Pyroceram N2 45 se aplicd alrededor y ligeramente mds
alld de la zona encapsulada y se secd., Esto fué seguido
por un ciclo de cura a 7509C durente 5 a 15 minutos. Ia
aplicecidén de este segundo revestimiento refractario se hi-
zo al fin de proteger de la oxidacidn la zona, donde los
conductores estén unidos al cabezal y, por lo tanto, se apli
¢6 en esta configuracidén especi{fica. Los conductores Kovar
se limpiaron después de su revestimiento de 8xido y se pla-
quearon con cromo. BEsto se encontrd como muy eficaz para
proteger los conductores de Kovar a las temperaturas de fun
cionamiento del dispositivo durante periodos prolongedos
de tiempo.

Pembién se han utilizado con éxito conductores
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. mayor estabilidad termal y embiental y porque poséen resis-—

hechos de metales preciosos tales como platine o paladio,
asi como metales de base revestldos con un metal precioso’
t21 como molibdeno revestido con paledio. En estos casos
no se necesita ningin revestimiento protector de oromo.

Los dispositivos de termistor del presente inven—
to deberdn extender multiplicando la utilidad de dispositi-
vos de termistor. Este es un resultado no solamente del al
cance de temperatura de funcionamiento grandemente ampliado

de los presentes termistores, sino tembién a causa de su

tividad relativemente lineal frente a caracteristicas de
temperatura.

Curvas tipicas ilustrando la resistividad frente
a la temperature para diemante natural semi-eon@uctor tipo
IIb en contraste con las correspondientes caraqteristicas
del dispositivo termistor del ejemplo 2, se ilustran en la
fig. 2, Como se muestra alli, el diemante semi-conductor
natural IIb posée una curva, cuya inclinacidén le hace uUtil
a una temperatura méxime de alrededor de 350°C. Esta con-
ducta es caracteristica, déntro de estrechos limites, de to
dos los diamantes naturales semi-conductores investikados
hasta hoy. A causae de que la curva varie desde una incling
cidn negativa a una positiva aproximadamente a 350¢C, esen~
cialmente es imitil como material termistor por encima de
una temperatura tal como 3502C. Ademds su utilidad préctici
estd severamente limitada por encima de alrededor de 3002C

a causa de la inclinacién muy plana que comienza en este
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punto y que se extiende mds alld, Por otra parte, la curva
de resistividad de los dismantes segin el invento posée ve-
lores ttiles desde alrededor de menos 2602C hasta por enci-
ma de 8002C. Ademés, como puede observarse en el dibujo,
la curva es casl lineal sobre porciones extensas de este
alcance.

Ademds, los termistores sqgﬁn el_invento poséen
la ventaja adicional de una susencia virftuel de toda clase
de efectos de poleridad significativos o de caracteristicas

. rectificadoras. En adicidn, los termistores poséen una con-
ductibilidad termal extremadamente alta, dando por resultado
una excelente posibilidad de respuesta del dispositivo,
Estdn hechos de la sustancia mds dura conocida, sumentando
asf{ su capacidad de resistir a extrembs'de presién. Poséen
resistencia extremadamente alta al ataque quimico, a efec~
tos higroscépicos y a la abrasidén. Poséen por lo menos sus-
ceptibilidad a los efectos de radiacidén de casi cualquier
material conocido, de valor potencial en aplicaciones aero—
espaciales. Poséen el mds elevado movimiento termal segin
Debye implicando temperaturas a la més baja frecuencia cono-
cida para cualquier sustancis a cualquier temperaturs parti-

~eular, ¥ también estdn sujetos al minimo a efectos termales
intrinsecos de interferencia.

Los dispositivos de termistor conteniendo nitruro
de boro cibico de cristal simple.como material de resisten-
cia son el objeto de la solicitud de patente de EE. UU, de

los mismos solicitantes serie N2 543.588 presentada en la
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misma fecha con la presente y cedida al mismo cesionario

del presente invento.

Lg presente patente de invencidn, comprende las

siguientes relvindicaciones:

1.~ Dispositivo de termistor, caracterizado por
comprender un cristal simple de diamente semi-conductor y

dos conductores eléctricamente conductivos, unidos a dicho

eristal, pera procurar contecto Shmico con el mismo, fenie
do dicho termistor un coefisciente de resistividad en exeesi

de 0,05 sobre un alcance continuo de temperatura en exceso
de 5002C,

2.~ Dispositivo segin la reivindicacidén 1, carac-
terizado porque dicho cristal estd cerrado herméticamente

con un material refractario en una atmdésfera no oxidante.

3.— Dispositivo segin las reivindicaciones 1 § 2,
caracterizado porque dicho cristal y le poroién adyacente -

de dicho conductor estén encapsulados en una atmdésfera no
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oxidante con un material refractario, estando dichos condug
tores eléctricamente conductivos unidos a dicho cristal por
un material de trabazdn teniendo un coeficiente de expan~

sibén por lo menos tan grande como el del meterial refracta=

rio de encapsulacién.

4.~ Digpositivo segin laes reivindicaciones 1-3,
caracterizado porque dicho cristal tiene por lo menos dos
superficies plenss paralelas opuestas, a lags que estdn uni=-

dos dichos conductores eléetricamente conductivos.

5.— Digpositivo seglin las reivindicaciones 1-4,
caracterizado porque dicho conductor eldctricamente conduc—
tivo estd unido a dicho cristel a través de un meterial de

cabezal.

6.=- Dispositivo segin las reivindicaciones 1-5,
teniendo un coeficiente de resistividad negativo, caracte—
rizado porque dicho ecristal tiene la configuracidn de un

prisma rectangular.

7.~ Dispositivo segin las reivindicaciones 1-6,
caracterizado porque dicho cristal tiene la configurecidn

~de un cubo.

8.~ Dispositivo segin las reivindicaciones 1-T7,
caracterizado porque dichos conductores estdn unidos el
eristal con una aleacidén de paladio y niquel o una aleacién

de paladio y cromo.
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9.~ Dispositivo segin las reivindicaciones 2-8,
caracterizado porgue dicho materigl refractario es vidrio

teniendo un punto de carga por encima de 8002C,

10.- Dispositivo segin las reivindicaciones 5-9,
caracterizado porque dicho material de cabezal es molibde~

no o tungsiteno,

11,~ Dispositivo segin las reivindicaciones 1-10
caracterizado porque dicho diamente estd iniciado con bo-

ro, aluminio 6 berilio.

12«= Disposgitivo de termisbor.

Segin se describe y reivindica en la presente me

moria descriptiva y se ilustpa con las figuras que a la mis

ma se acompafian, constando 2 memoria de diecinueve ho-

jes fhliadas y escritas a pm 2. por una sola cara. -

I 6 ABR. 1967

ARLOS ROEB




L o

Geueral Zlectric Company 505 HGJAS HOJA

338980

FI1G.

Z -

B Ll bl el 37
Z N NN AN

=

\\\,\\\ \\Cl\‘\}““‘i‘/
4

5 IR S )]

\

Tl

N

Z S <2

FIG.3

)

ZZ

N 7o

22

Zs~

Z<£

I HTRAR TR AN ARRHRR AN

z3

ESTALY VARLABLE

LOS ROEB

! fy
P
.Pf




4
/s

Lt

Geiieral Tlectric Company AT HCJAS HOJA 2%,

Y oHm-cMm

10

107!
2

FIG.2
T

1 ll‘llli

LI llll!;

L] Il7llﬂ[j i

L B R R L]

1 lllllll

L SRR

T T T

ESCALA VARIABLE

| Cff4 08 ROEB
7

T



	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



